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Sposdb otrzymywania bezwodnego siarczanu glinowego
__z malj iloScig zanieczyszczer zwigzkami.zelaza

Siarczan glinowy jest produktem o szerokim zastosowaniu. Uiywany jest miedzy innymi w przemysle

- chemicznym, papierniczym, do oczyszczania wéd i Sciekéw, w przemysle garbarskim, tekstylnym, farmaceutycz-

nym,

Duze zapotrzebowanie na ten artykut, rézncrodnosé bazy surowcowej iwarunkéw gnspodarczych
spowodowaty, Ze istnieje wiele metod wytwarzania siarczanu glinowego.

Charakterystyke stosowanych dotychczas metod produkcyjnych mozna by sprowadzi¢ do nastepujacych
dwéch kierunkéw postepowania: Roztwarzanie w kwasie siarkowym wodorotlenku glinowego stanowigcego
prawie produkt finalny kosztownego i skomplikowanego procesu wytwarzania hutniczego tlenku glinowego.
Kierunek ten, jakkolwiek szeroko stosowany i gwarantujgcy wysokg czystos¢ produktu, oceniany jest krytycznie
i uwazany za nieekonomiczny, gdyZ surowiec glinonosny — wodorotlenek glinu obarczony jest bardzo wysokimi
kosztami jego wytwarzania. Drugim kierunkiem postepowania jest dziatanie kwasem sicikowym na mniej
uszlachetniony surowiec glinonosny celem uzyskania roztworu siarczanu glinowego, ktéry nastepnie poddaje sie
procesowi oczyszczania. Proces oczyszczania polega badZ na usuwaniu z roztworu réznymi metodami zanieczysz-
czeri celem otrzymania czystego roztworu siarczanu glinowego, bg®Z na krystalizacji siarczanu glinowego celem
oddzielenia go tg drogg od wiekszosci zanieczyszczenri, pozostajacych w +ugu pokrystalicznym.

Oczyszczanie polegajace na usuwaniu zanieczyszczenn z roztworu siarczanu glinowego nie zapewnia
uzyskania w sposéb ekonomiczny produktu wysokiej jakosci, zas wydzielenie siarczanu przez krystalizacje
jakkolwiek przy zachowaniu odpowiednich warunkéw zapewnia mozliwos¢é uzyskania produktu o Zgdanym
stopniu czystosci, kryje jednak w sobie istotne trudnosci jego realizacji w skali przemystowej, a to z uwagi na
specyfike przebiegu procesu krystalizacji siarczanu glinowego. Siarczan glinowy ma tendencje do tworzenia
nadmiernie duzej ilosci zarodkéw krystalizacji, co przy blaszkowatej strukturze tego krysztatu tatwo prowadzi
do produktu trudnofiltrowalnego na wiréwce, a tym samym trudnego do przemycia w operacji wirowania.
W zwiazku z tym studzenie roztworu w procesie krystalizacji siarczanu glinu musi przebiega¢ bardzo powoli, co
wigze sie z koniecznosciag stosowania specjalnie duzej objetosci urzadzeri krystalizacyjnych przy jednoczesnej
skomplikowanej ich konstrukcji. Proces krystalizacji siarczanu glinowego wymaga bardzo skrupulatnego prze-
strzegania ustalonego rezimu operacji, co w'warunkach technicznych nie zawsze jest osiggalne.
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Znany jest réwniez sposdb otrzymywania siarczanu glinowego poprzez atun glinowo-amonowy, na
przyktad z opisu patentowego brytyjskiego nr 15590 (1906 r), opisu patentowego francuskiego nr 57767 (1923r.)

i innych, polegajacy na rozktadzie termicznym atunu do siarczanu glinowego. Sposdb ten przewidywat

kalcynacje atunu w granicach temperatu} 300-500°C, co dyktowane byto daZnoscia do unikniecia strat
odpedzanego w procesie kalcynacji jonu amonowego ulegajacego rozktadowi w zakresie wyZszych temperatur
i nie naruszenia struktury siarczanu glinu w wyniku jegu rozktadu w wyzszych iemperaturach {tiorzenie sig’
nierozpuszczalnych zwigzkéw).

Opisany wyzej sposéb produkcji siarczanu glinu poprzez atun glinowo-amonowy nie znalazt jednak

" zastosowania w praktyce przemystowej, gdyz w tych warunkach nie prowadzit do uzyskania produktu czystego

praktycznie wolnego od jonu amonowego.

Nieoczekiwanie okazato sie, Ze moina otrzymaé czysty siarczan glinu praktycznie wolny od jonu
amonowego i praktycznie nie zawierajgcy substancji nierozpuszczalnych pochodzacych z rozktadu siarczanu
glinowego, jezeli proces termlcznego rozktadu atunu prowadzi si¢ w warunkach intensywnej wymiany ciepta
w temperaturze 550—700°C. .

- Sposobem wedtug wynalazku atun przed procesem termicznego rozktadu do siarczanu glinu moze by¢
poddawany wstepnemu czesciowemu lub catkowitemu odwodnieniu. :

Sposdb bedacy przedmiotem wynalazku przy pozorach braku uzasadnienia technologicznego i ekonomlcz-
nego wynikajacych z wprowadzenia do uktadu reakcyjnego jonu amonowego — jonu bardzo niepozadanego
w produkcie finalnym oraz wprowadzenia dodatkowej operacji wydtuzajacej droge od surowca do produktu
finalnego, daje niespodziewanie dobre efekty. Jon amonowy wprowadzony do uktadu reakcyjnego dla
polepszenia warunkéw krystalizacji przy zachowaniu odpowiednich warunkéw operacji termicznego rozktadu

“atunu glinowo-amonowego nie przechodzi do produktu finalnego. Krystalizacja atunu glinowo-amonowego

przebiega niewspétmiernie tatwiej i z wigksza wydajnoscig niz krystalizacja siarczanu glinowego, a urzadzenia do

- krystalizacji atunu moga byé znacznie mniejsze i tarisze niz analogiczne urzadzenia do krystalizacji siarczanu

glinowego. Dodatkowe operacje w procesie znajduja swe uzasadnienie i rekompensate w wy2szej jakosci produktu
finalnego iprawie dwukrotnie wyzszym stezeniu sktadnika czynnego w produkcie. Zawarto$¢ sktadnika
czynnego w przeliczeniu na Al,0; w produkcie uzyskanym sposobem wedtug wynalazku wynosi okoto 29%,

podczas gdy produkt dotychczas spotykany na rynku handlowym zawiera zaledwie okoto 17% Al,0;.

Przyktad. Z8kgroztworu wyjsciowego, zawierajacego w swym sktadzie:

Al;0, 393,04

Fe,03 9294

NH; 72704

_ SO, 2140,5 ¢

. K,0 . 20.2g

uzyskanego zrozktadu pierwotnego surowca —rudy glinonosnej roztworem kwasu siarkowego , w wyniku
podwdjnej krystalizacji, uzyskano 2,8 kg atunu alinowo amonowego zawierajgcego:

ALO;,  2990¢

Fe, 03 0,08¢
NH, 940¢
.503 937,0 g
K,0 155g

Atun ten poddano stopieniu przez ogrzewanie czesciowo parg ostra, czeééiowo przeponowo uzyskujac
3,3 kg roztworu o stezeniu okoto 9% Al, 03. Roztwdr ten z kolei skierowany na wyparke rozpytowa ogrzewana
powietrzem o temperaturze na wlocie 450°C odwodniono uzyskujac 1,6 kg atunu glinowo-amonowego wstepnie
odwodnionego zawierajagcego okoto 19% Al,05. W kolejnej operaéji atun wstepnie odwodniony jak wy2ej

przepuszczano przez kalcynator o temperaturze wnetrza 680°C, czas przebywania materiatu w kalcynatorze w stre-

fie temperatury 680°C wynosit okoto 5 minut.
W wyniku opisanych operacji uzyskano 1 kg bezwodnego siarczanu glinowego, produktu praktycznie

wolnego od jonu NHj; ipraktycznie nie zawierajacego w swym sktadzie zanieczyszczen zwiazkami Zelaza

i substancji nierozpuszczalnych. Analiza produktu wykazata: '\

ALO,  29%
Fe,0; 0,08%
NH; 0,05%

substanc;ji nierozpuszczalnych 0,08%.
\
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Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb otrzymywania bezwodnego siarczanu glinowego z matg iloscig zanieczyszczen zwigzkami zelaza
polegajacy na rozktadzie surowca glinonosnego roztworem kwasu siarkowego przeprowadzeniu zwigzkéw glinu
w atun glinowo-amonowy ktéry wydziela sig z roztworu soli glinowej przez krystalizacje i nastepnie poddaje
obrébce termicznej, znamienny tym, Zze atun glinowo-amonowy poddaje sie termicznemu rozk tadowi
w temperaturze 550—700°C.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze atun glinowo-amonowy przed termicznym rozkta-
dem pciiagn sig czedrinmamy 'ub catkowitemu odwodnieniu.
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